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【はじめに】 

FPD 駆動用ポリ Si 薄膜トランジスタ(TFT)プロセスにおいては、良質な半導体結晶化膜をガラ

ス基板上に形成すべく、Excimer Laser Annealing (ELA)が広く使われている。Blue Laser Diode 

Annealing (BLDA)は、結晶化後の膜表面の平坦性および結晶粒径制御性に優れるため、次世代の

結晶化プロセスとして期待される [1]。LTPS 工程の短縮を念頭に、水素化アモルファス Si膜に対

しての BLDA の有効性を、結晶性と電気特性評価により検討した。 

【実験および結果】 

ガラス基板上に SiN /SiO2 (50nm/100 nm) バッファ層を形成後、P（燐）を PE CVD 気相中で高

濃度に混入させた Si 膜 (50 nm)を PECVD 法により堆積させた。その後、脱水素有無の膜を準備

し、対して BLDA を施して、その電気的、光学的効果を比較、検討した。四探針法により得られ

た BLDA 前後のシート抵抗値 を図 1 に示す。 

一定のパワー以上で急激にシート抵抗値が低減した。シート抵抗値と対応して一定のパワーを 

超えると結晶化が促進することが確認できた。脱水素の有無に対して、結晶性及び電気特性に顕 

著な違いは見られなかった。脱水素を施さないで、最適な条件での BLDAを施すことで、表面も 

滑らかな結晶化が実現でき、次世代の LTPS プロセスとして期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 パワーに対するシート抵抗値の変化   

  

BLDA プロセスの 1部は、荻野義明氏（日立情報通信エンジニアリング（株））に協力いただいた。 
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